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삼성전자, 반도체 기술개발 “공격적”
하이닉스도 미세공정 개발 박차 … 타이완․일본기업 추격 따돌리기

삼성전자와 하이닉스가 공격적인 반도체 기술개발을 통해 타이완․일본기업과의 격차를 벌리고 있다.

삼성전자는 7월 말부터 40나노급 미세공정을 적용한 2기가비트(Gb) DDR3 D램 제품을 양산하는데 이어 30

나노급 공정 개발도 진행하고 있다.

또 낸드플래시 메모리 시장의 구원병으로 등장한 SSD(Solid State Disc) 시장을 개척하기 위해 2009년까지

30나노급 SSD 개발을 마치고 2010년 초부터 본격 공급할 계획이다.

삼성전자는 2009년 2/4분기 반도체 부문이 2400억원(연결기준)의 영업이익을 기록하며 글로벌 메모리 반도

체기업 가운데 유일하게 흑자를 달성했다.

최근 2년간 세계 반도체 기업들이 출혈경쟁을 불사하는 가운데 미세공정 개발과 원가절감에 집중해 기술 선

점에 성공한 결과로 해석된다.

하이닉스도 2009년 4/4분기부터 40나노급 DDR3 D램 양산에 들어간다.

하이닉스는 2/4분기 2110억원의 영업적자를 냈지만, 1/4분기에는 5150억원 적자에 비해 적자폭이 크게 줄었

고, 영업손실율도 13%로 3위인 Micron의 영업손실률보다 양호했다.

김종갑 하이닉스 사장은 7월24일 실적을 발표한 후 “해외기업들은 50나노급에도 진입을 못하고 있다”며

“2010년에는 D램 시장에서 확고한 리더십을 갖출 수 있을 것으로 보고 있다”고 말했다.

또 “2004-06년에는 설비투자가 경쟁의 요체였지만 이제는 기술 개발력”이라며 치열한 가격 경쟁 때문에 7분

기 연속 적자를 냈지만 기술력에 앞서 있어서 전망은 밝다고 덧붙였다.

차세대 D램으로 불리는 DDR3 D램은 프리미엄이 DDR2보다 높지만 글로벌 시장에서 이 제품을 만들 수 있

는 곳은 삼성전자와 하이닉스, 일본 Elpida Memory정도로 꼽히고 있다.

메리츠증권 이선태 애널리스트는 “후발기업들의 감산이 반도체 경기회복의 주요 원인”이라며 “상대적으로

우수한 기술력을 갖추고 생산을 확대하는 국내기업의 시장점유율이 더욱 높아질 것”이라고 전망했다. <저작권

자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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